
Cuクリップ仕様
・ソース：Cuクリップ
・ゲート：Cuクリップ

Alワイヤ仕様
・ソース：Alワイヤ
・ゲート：Alワイヤ

これからの主流現在の主流
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第4世代
（当社従来MOSFET）

性能指数を

25% 低減

新製品
（LF Dual MOSFET）

新電元半導体製品の詳細情報はこちら
https://www.shindengen.co.jp/products/semi/
新電元半導体製品の詳細情報はこちら
https://www.shindengen.co.jp/products/semi/
新電元半導体製品の詳細情報はこちら
https://www.shindengen.co.jp/products/semi/

パワーMOSFET 2素子を1パッケージ化

小型・低損失 Dual MOSFET

LF Dualシリーズ (Dual MOSFET / 2素子搭載パッケージ)

60V耐圧品によるFOM比較 Cuクリップ構造採用

大幅な低抵抗化・放熱性向上で、小型

化・オン抵抗の削減を実現しました。

回路の小型化・軽量化に貢献

ガルウィング形状のリード

基板応力緩和とウェッタブルフランク

構造によるはんだ濡れ視認性向上で高

信頼性実装を実現しました。

LF Dualシリーズの特長

2素子入りパッケージにより部品点数・実装面積削減に貢献

■低損失パワーMOSFETを1パッケージに2素子搭載
■新構造MOSFET搭載 当社従来品から更なる特性改善を実現

■ 5×6mm外形（SOP8、HSON系と置き換え可能）
■ Cuクリップ構造により小型化、低Ron化を実現
■リード片側のガルウィング形状により、基板応力緩和効果

■リード先端にウェッタブルフランク構造を採用することにより、

高いはんだ濡れ性と高信頼性を実現

LF Dual

LF Single

LF Dual

実装面積・部品点数

50% 削減

バック
フィレット

電極先端部
はんだフィレット
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max
[A]
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Part Name VGS=4.5VVGS=10V
maxtypmaxtyp

MP5512363026.020.015.312.32.02040P20LF4QTKD
MP121260147811.48.56.75.32.04140P41LF4QTKD
MP15030417489.67.25.54.42.05040P50LF4QTKD
MP3886632433230242.01560P15LF6QTKD
MP84181149517.513.112.510.02.03360P33LF6QTKD
MP83175191316.912.713.110.52.03360P33LF6QLKD
MP102212176514.811.110.48.32.03960P39LF6QTKD
MP53110142049.037.042.034.02.012100P12LF10SLKD
MP60128168542.032.036.029.02.017100P17LF10SLKD

* 測定条件：VDS=25V


